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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月7日(2009.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】レーザビーム照射装置及び半導体装置の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザビームを射出するレーザ発振器と、
　前記レーザビームを線状ビームにする光学系と、
　マスクと、
　複数のレンズから構成されたマイクロレンズアレイと、を有し、
　前記レーザビームの被照射体は光吸収層及び該光吸収層上の光透過層からなり、前記光
吸収層は第１の導電層及び該第１の導電層上の第２の導電層からなり、前記光透過層は絶
縁層であり、
　前記マスク及び前記マイクロレンズアレイは、前記光学系と前記被照射体との間に設け
られており、
　前記線状ビームは前記マスクを介して複数のレーザビームに分割され、前記複数のレー
ザビームは前記マイクロレンズアレイを構成する複数のレンズを介して縮小されて被照射
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体に照射されて前記第２の導電層が露出されることを特徴とするレーザビーム照射装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記マスクと前記被照射体とは、前記マイクロレンズアレイによっ
て共役の関係になるように配置されていることを特徴とするレーザビーム照射装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記マスクは、複数の穴が形成されたマスク、バイナリーマ
スク、又は位相シフトマスクであることを特徴とするレーザビーム照射装置。
【請求項４】
　レーザ発振器から射出されたレーザビームを光学系を介してエネルギーが均一化された
線状ビームにし、
　前記線状ビームをマスクに照射することにより複数のレーザビームに分割し、
　前記複数のレーザビームをマイクロレンズアレイを構成する複数のレンズを介して縮小
して被照射体に照射し、
　前記被照射体は光吸収層及び該光吸収層上の光透過層からなり、前記光吸収層は第１の
導電層及び該第１の導電層上の第２の導電層からなり、前記光透過層は絶縁層であり、
　前記被照射体への前記複数のレーザビームの照射により、前記第２の導電層を露出させ
ることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項４において、前記マスクは、複数の穴が形成されたマスク、バイナリーマスク、
又は位相シフトマスクであることを特徴とする半導体装置の作製方法。
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